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Правила прийому до аспiрантури
1нституту радiофiзики та електронiки iм. О.Я.Усикова НАН Укра.і.ни

у 2021-2022навчальному роцi

1. ПОрядок та умови вступу до аспiрантури

Аспiрантура € основною формою пiдготовки здобувачiв ступеня доктора фiлософi.і. на тре-
тьому (освiтньо-науковому) рiвнi вищо.і. освiти.

1РЕ iм. О.Я.Усикова НАН Укра.і.ни проводить освiтню дiяльнiсть у сферi вищо.і. освiти на тре-
тьому (освiтньо - науковому) рiвнi вищо.і. освiти i здiйснюе пiдготовку аспiрантiв

у галузi знань 10 «Природничi науки» зi спецiальностi 104 «Фiзика та астрономiя»
з лiцензованим обсягом освiтньо.і. послуги 6 осiб, форма навчання -  очна.
Набiр до аспiрантури здiйсню€ться вiдповiдно до затвердженого плану прийому в межах лi-
цензованого обсягу.

2. ВИМОГИ до РiВНЯ ОСВiТИ ВСТУПНИКiВ.

до аспiрантури на кЬнкурснiй основi приймаються особи, якi здобули вищу освiту ступеня
магiстра. до вступних випробувань допускаються особи, якi вчасно подали всi необхiднi для
вступу документи згiдно  з  правилами  прийому до  аспiрантури  1РЕ  iм.  О.Я.Усикова НАН
укра.,.ни.

Приймальна комiсiя може вiдмовити особi в допуску до проходження вступних випробувань
до аспiрантури виключно у зв'язку з неподанням в установлений строк документiв, визначе-
них правилами прийому.

3. Перелiк документiв, необхiдних для вступу до аспiрантури:

•    Заява на iм'я директора iнституту з вiзою наукового керiвника.
•    Анкета науковця, засвiдчена вiддiлом кадрiв за мiсцем роботи.
•    Копiя диплома про освiту магiстра (спецiалiста), виписки з оцiнками.
•    Список наукових праць (реферат дипломно.і. роботи або за темою, обраною потенцiй-

ним науковим керiвником -за вiдсутностi наукових праць).
•    Мiжнародний сертифiкат з iноземно.і. (англiйсько.і.) мови -за наявностi.
•    Фотокартки-4шт. 4*6.
•    Копiя паспорта.
•    Копiя iдентифiкацiйного коду.



4. Термiни прийому заяв i документiв:

документи для вступу до аспiрантури приймаються завiдувачем аспiрантури
з о1.07.2021 р. по 10.09.2021 р.

за адресою: вул. Академiка Проскури,12,1РЕ iм. О.Я.Усикова НАН Укра.і.ни, Харкiв, 61085.
т. 315-00-11, 7634-300 3 9.00 до  16.00 /перерва з  12.300 до  13.15/ в робочi днi.

5. Проведення вступних iспитiв та конкурсний вiдбiр

Вступники до аспiрантури складають вступнi iспити:
•   iз спецiальностi (в обсязi стандарту вищо.і. освiти магiстра з урахуванням об-

раного напряму науково.і. пiдготовки та спецiалiзацi.і.);
• iз iноземно.I. мови.

Вступникам, якi мають освiту з iнших спорiднених спецiальностей, за рiшенням приймально.і.
комiсi.і. може призначатися додатковий (попереднiй) вступний iспит з фiзики. У разi успiшно-
го складання цього iспиту вступник допуска€ться до участi в конкурсi на загальних засадах.

Перескладання вступних випробувань не дозволя€ться.

6. Термiни проведення вступних iспитiв:

з  15.09.2021  р.  по  10.10.  2021  р.

7. Термiни зарахування вступникiв за державним замовленням

з  о1.11.2021  р.

8. Право на першочергове зарахування

У разi одержання однаково.і. кiлькостi балiв переважне право при зарахуваннi до аспiрантури
матимуть вступники:

•   якi набрали максимальний бал за результатами iспиту зi спецiальностi;
•  якi мають науковi публiкацi.і., брали участь в олiмпiадах, конкурсах, конференцiях;

•  мають мiжнародний сертифiкат з iноземно.і. мови, що пiдтверджу€ рiвнi С 1 -С2.

9. Зарахування до аспiрантури

За результатами проведення вступних випробувань до аспiрантури приймальна ко-
мiсiя прийма€ рiшення щодо кожного вступника.

I

Рiшення приймально.і. комiсi.і. про зарахування до аспiрантури затверджу€ться нака-
зом директора 1РЕ iм. О.Я. Усикова НАН Укра.і.ни, який оприлюдню€ться в установленому
порядку.

Аспiранту одночасно з його зарахуванням вiдповiдним наказом директора 1нституту
признача€ться науковий керiвник з числа наукових працiвникiв з науковим ступенем.


